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 酸化ガリウム(Ga2O3)は大きなバンドギャップを持ち、パワーデバイスや高周波デバイス

への応用に向けて注目されている。その結晶構造は α、β、γ、δ、ε相の 5つに分類され、中

でも準安定相である ε-Ga2O3は、デバイス応用の上で重要な熱安定性が十分に高い可能性が

あるため、最安定相である β-Ga2O3と同様に、有望なワイドバンドギャップ半導体として期

待されている[1-2]。 HVPE 法では β-Ga2O3(-201)基板上に ε-Ga2O3が結晶成長することが報

告されており、また、β-Ga2O3と ε-Ga2O3では

格子不整合が小さいため、β-Ga2O3基板上の ε-

Ga2O3 薄膜の結晶性が良くなる可能性が示唆

されている[3]。そこで本研究では、ミスト

CVD 法による β-Ga2O3(-201)基板上への ε-

Ga2O3薄膜のエピタキシャル成長を試みた。 

 Fig. 1に450~900℃の成長温度におけるXRD 

2θ-ω スキャンプロファイルを示す。450~850℃

の範囲では基板に起因する回折ピークのほか

に、ε-Ga2O3(004)の回折ピークが観察され、β-

Ga2O3(-201)上に c 軸配向した ε-Ga2O3 がエピ

タキシャル成長していることが分かった。そ

れに対して 900℃では ε-Ga2O3(004)の回折ピ

ークは観察されなかった。 

Fig. 2に成長温度が 450℃、650℃、850℃、

900℃の試料の SEM 像を示す。成長温度が

450℃では結晶粒が観察されたが、650℃では

結晶粒がなくなり、平坦な ε-Ga2O3薄膜が得ら

れている。また 850℃の場合は、ε-Ga2O3由来と

思われる結晶粒が観察されたのに加え、β-

Ga2O3の結晶構造に由来すると思われる線状の

モルフォロジーが観察された。900℃になると

β-Ga2O3 由来と思われる線状のモルフォロジー

のみが観察された。 

 以上より、成長温度を制御することによって

β-Ga2O3(-201)基板上に ε-Ga2O3薄膜をエピタキ

シャル成長させることに成功した。 
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Fig. 1. XRD 2θ-ω scan profiles of Ga2O3 thin films 

grown on β-Ga2O3(-201) by mist CVD. 

Fig. 2. SEM images of Ga2O3 thin films grown at (a) 

450℃, (b) 650℃, (c) 850℃, and (d) 900℃. 
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